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(54)【発明の名称】 液晶表示装置の入出力保護回路

(57)【要約】
【課題】より安定な入出力保護機能を有する液晶表示装
置の入出力保護回路を提供する。
【解決手段】入出力端子パッド１１と、入出力初段ＴＦ
Ｔ１２との間に設けた抵抗１３と、入出力端子パッド１
１と抵抗１３とを接続する配線と、グランド端子２０と
電源端子２１との間に直列に接続した２個の入出力保護
ＴＦＴ１４、１５とを有し、これらの２個の入出力保護
ＴＦＴ１４、１５の接続部に、前記配線が接続され、２
個の入出力保護ＴＦＴ１４、１５はそれぞれ、チャネル
層に接続されたＰ型基板電位固定端子１６、１８および
Ｎ型基板電位固定端子１７、１９を有し、Ｐ型基板電位
固定端子１６、１８およびＮ型基板電位固定端子１７、
１９をグランド端子２０に接続した構成。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】チャネル層に接続されたＰ型基板電位固定
端子およびＮ型基板電位固定端子を有する入出力保護薄
膜トランジスタを備え、前記Ｐ型基板電位固定端子およ
び前記Ｎ型基板電位固定端子をグランド端子に接続した
ことを特徴とする液晶表示装置の入出力保護回路。
【請求項２】入出力端子パッドと、入出力初段薄膜トラ
ンジスタとの間に設けた抵抗と、
前記入出力端子パッドと前記抵抗とを接続する配線と、
グランド端子と電源端子との間に直列に接続した２個の
入出力保護薄膜トランジスタとを有し、
前記２個の入出力保護薄膜トランジスタの接続部に、前
記配線が接続され、
前記２個の入出力保護薄膜トランジスタはそれぞれ、チ
ャネル層に接続されたＰ型基板電位固定端子およびＮ型
基板電位固定端子を有し、前記Ｐ型基板電位固定端子お
よび前記Ｎ型基板電位固定端子をグランド端子に接続し
たことを特徴とする液晶表示装置の入出力保護回路。
【請求項３】前記入出力初段薄膜トランジスタは、チャ
ネル層に接続されたＰ型基板電位固定端子およびＮ型基
板電位固定端子を有し、前記Ｐ型基板電位固定端子およ
び前記Ｎ型基板電位固定端子を基板バイアス発生回路に
接続したことを特徴とする請求項２記載の液晶表示装置
の入出力保護回路。
【請求項４】前記入出力保護薄膜トランジスタの降伏電
圧、ホールド電圧が、入出力初段薄膜トランジスタ、も
しくは前記液晶表示装置の画素駆動用スイッチング素子
の薄膜トランジスタの降伏電圧、ホールド電圧よりそれ
ぞれ低く構成されていることを特徴とする請求項１、２
または３記載の液晶表示装置の入出力保護回路。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、液晶パネルの入出
力初段薄膜トランジスタに対して、電流サージや電圧ノ
イズに関する静電気対策として入出力保護機能を持たせ
た液晶表示装置の入出力保護回路に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来の低温で製造する多結晶シリコン層
（ポリシリコン層）で構成された薄膜トランジスタ（以
下、薄膜トランジスタをＴＦＴと記す）を用いた液晶表
示装置において、各画素位置に設けたスイッチング用の
ＴＦＴ、液晶パネルの駆動回路、および入出力保護回路
は、Ｎチャネル・ライトリ・ドープト・ドレインＴＦＴ
（ＬＤＤ ＭＯＳ ＴＦＴ）で構成されている。
【０００３】図５は、従来の液晶表示装置の入出力保護
回路の等価回路図である。
【０００４】図５に示すように、入出力端子パッド４１
を介して、対向電極等に供給する電圧がこの入出力保護
回路に印加される。
【０００５】この入出力保護回路は、入出力保護ＴＦＴ
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４２と、入力抵抗Ｒ１と、入出力保護ＴＦＴ４２のゲー
トＧとドレインＤ間に接続された抵抗Ｒ２とを有し、そ
の出力部に入出力初段ＴＦＴ４３と、抵抗Ｒ３、Ｒ４、
Ｒ５とが設けられている。入出力保護ＴＦＴ４２および
入出力初段ＴＦＴ４３は、ＬＤＤ構造を持つＴＦＴであ
る。入出力保護ＴＦＴ４２の拡散層から構成されるソー
スＳは、電源Ｖ

ｓｓ
に接続されている。入出力初段ＴＦ

Ｔ４３は、液晶パネルの対向電極に電圧（電流）を与え
るバッファであり、そのドレインＤは、抵抗Ｒ３を介し
てゲートＧに接続されると共に、電源Ｖ

ｄｄ
に接続され

ている。また、入出力初段ＴＦＴ４３のソースＳは、抵
抗Ｒ４を介して電源Ｖ

ｓｓ
に接続されると共に、入出力

保護ＴＦＴ４２のドレインＤに共通接続され、抵抗Ｒ５
を介して入力回路に接続されている。
【０００６】入出力保護ＴＦＴ４２および入出力初段Ｔ
ＦＴ４３は、一般の半導体素子のように、シリコン（Ｓ
ｉ）などの半導体基板上に構成されたものではなく、ガ
ラス基板上にフォトリソグラフィ法を用いて多結晶シリ
コンにより形成されたＴＦＴである。液晶表示装置のＴ
ＦＴにおいては、チャネル層は真性半導体（ノンドープ
のＳｉ）で構成されるので、基板に対し、すなわち、チ
ャンネル層に対して基準となる電位が与えられていない
場合が多い。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記の
構成では、入出力保護回路に流れ込んだ電流の逃げ道が
十分確保されていないため、結果的に入出力保護回路を
構成する入出力保護ＴＦＴの絶縁膜または接合部におい
て静電破壊が生じ、入出力保護回路の本来の役割が果た
せなくなるという問題がある。
【０００８】ここで、ＭＯＳＴＦＴのスナップバック
（snapback）現象について、図６および図７を用いて説
明する。
【０００９】図６に示す構造のＭＯＳＴＦＴにおいて
は、酸化絶縁膜５１上に多結晶シリコン層５７が形成さ
れ、その上にゲート絶縁膜５２が形成され、その上にゲ
ート電極５３が形成されている。このゲート電極５３の
パターンを用いて不純物が多結晶シリコン層５７にドー
プされて、ドレイン領域５４とソース領域５５が形成さ
れ、それらの中間領域がチャンネル領域５６である。こ
のようなＬＤＤ構造のＴＦＴにおいて、ソース領域５５
を電源Ｖ

ｓｓ
に接続し、ドレイン領域５４とゲート電極

５３とを共通接続し、制御電圧Ｖ
ｃｎｔ
を与えるように

する。
【００１０】制御電圧Ｖ

ｃｎｔ
を可変にすることによ

り、ドレイン領域５４とソース領域５５間の印加電圧Ｖ

ｄｓ
を制御し、ドレイン領域５４とソース領域５５に流
れる電流Ｉ

ｄｓ
の変化を調べた。この結果、印加電圧Ｖ

ｄｓ
と電流Ｉ

ｄｓ
との関係は、図７の実線のように変化

する。ここで、印加電圧Ｖ
ｄｓ
を一旦、降伏電圧（ブレ
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ークアウト電圧）ＢＶ

ｄｓ
以上にすると、電流Ｉ

ｄｓ
が

急に流れ始め、印加電圧Ｖ
ｄｓ
を降伏電圧ＢＶ

ｄｓ
以下

にしても電流Ｉ
ｄｓ
は減少しなくなる。そして、より低

い印加電圧Ｖ
ｄｓ
で電流Ｉ

ｄｓ
が増加するという２次降

状が生じる。このような現象をスナップバックと呼ぶ。
【００１１】電圧電流特性において、図中のＰ点におけ
る電圧をホールド（Hold）電圧と呼び、電流をホールド
電流と呼ぶ。このようなスナップバック特性は、ＭＯＳ
ＴＦＴのバイポーラアクションと言われている。ＴＦＴ
のドレインと基板（すなわち、チャネル）との不純物濃
度差が大きいと、図中、実線から破線のように特性が変
化する。つまり、降伏電圧ＢＶ

ｄｓ
は低くなり、ホール

ド電圧も低くなる。このようなタイプのＴＦＴを、ここ
ではノンＬＤＤ ＴＦＴと呼ぶ。
【００１２】このような降伏電圧ＢＶ

ｄｓ
とホールド電

圧とを高くしたものを、液晶パネルの駆動用ＴＦＴとし
て用いることは最適であるが、入出力保護用ＴＦＴとし
て使用するには不向きである。一方、液晶表示装置で用
いられているＴＦＴでは、基板電位を固定できないの
で、基板側の下地膜、半導体層やゲート絶縁膜に存在す
る固定電荷等の影響で、基板電位が変化するため、ＴＦ
Ｔの特性が不安定になるという問題点もあった。
【００１３】また、前述のように、従来の液晶表示装置
の入出力保護回路では、入出力保護回路に流れ込んだ電
流の逃げ道がないため、液晶パネルの各画素の駆動に用
いるスイッチング素子あるいは入出力初段ＴＦＴをＬＤ
ＤのＴＦＴで構成し、このＬＤＤ ＴＦＴの降伏電圧Ｂ
Ｖ

ｄｓ
およびスナップバック時のホールド電圧よりそれ

ぞれ低いノンＬＤＤ ＴＦＴで保護用ＴＦＴで構成する
ことはできなかった。
【００１４】本発明は、上記のような従来の問題点に鑑
みてなされたもので、より安定な入出力保護機能を有す
る液晶表示装置の入出力保護回路を提供することを目的
とする。
【００１５】
【課題を解決するための手段】上記課題を解決するた
め、本発明においては特許請求の範囲に記載するような
構成をとる。
【００１６】すなわち、請求項１記載の液晶表示装置の
入出力保護回路は、チャネル層に接続されたＰ型基板電
位固定端子およびＮ型基板電位固定端子を有する入出力
保護ＴＦＴを備え、前記Ｐ型基板電位固定端子および前
記Ｎ型基板電位固定端子をグランド端子に接続したこと
を特徴とする。
【００１７】また、請求項２記載の液晶表示装置の入出
力保護回路は、入出力端子パッドと、入出力初段ＴＦＴ
との間に設けた抵抗と、前記入出力端子パッドと前記抵
抗とを接続する配線と、グランド端子と電源端子との間
に直列に接続した２個の入出力保護ＴＦＴとを有し、前
記２個の入出力保護ＴＦＴの接続部に、前記配線が接続
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され、前記２個の入出力保護ＴＦＴはそれぞれ、チャネ
ル層に接続されたＰ型基板電位固定端子およびＮ型基板
電位固定端子を有し、前記Ｐ型基板電位固定端子および
前記Ｎ型基板電位固定端子をグランド端子に接続したこ
とを特徴とする。
【００１８】また、請求項３記載の液晶表示装置の入出
力保護回路は、請求項２記載の液晶表示装置の入出力保
護回路において、前記入出力初段ＴＦＴは、チャネル層
に接続されたＰ型基板電位固定端子およびＮ型基板電位
固定端子を有し、前記Ｐ型基板電位固定端子および前記
Ｎ型基板電位固定端子を基板バイアス発生回路に接続し
たことを特徴とする。
【００１９】また、請求項４記載の液晶表示装置の入出
力保護回路は、請求項１、２または３記載の液晶表示装
置の入出力保護回路において、前記入出力保護ＴＦＴの
降伏電圧、ホールド電圧が、入出力初段ＴＦＴ、もしく
は前記液晶表示装置の画素駆動用スイッチング素子のＴ
ＦＴの降伏電圧、ホールド電圧よりそれぞれ低く構成さ
れていることを特徴とする。
【００２０】
【発明の実施の形態】以下、図面を用いて本発明の実施
の形態について詳細に説明する。なお、以下で説明する
図面で、同一機能を有するものは同一符号を付け、その
繰り返しの説明は省略する。
【００２１】実施の形態１
図１は、本発明の実施の形態１の液晶表示装置の入出力
保護回路の回路図、図２は、図１の回路に対応する本実
施の形態１の液晶表示装置の入出力保護回路の構造を示
す平面図である。
【００２２】図１、図２において、１１は入出力端子パ
ッド、１２は入出力初段ＴＦＴ、１３は入出力保護用の
抵抗、１４、１５は入出力保護ＴＦＴ、１６は入出力保
護ＴＦＴ１４のチャネル層に接続されたＮ型基板電位固
定端子（すなわち、チャネル層に接続される領域に形成
したＮ型不純物領域上に接続した金属電極からなる基板
（チャネル層）電位固定用電極端子）、１７は同様に入
出力保護ＴＦＴ１４のチャネル層に接続されたＰ型基板
電位固定端子、１８は同様に入出力保護ＴＦＴ１５のチ
ャネル層に接続されたＮ型基板電位固定端子、１９は同
様に入出力保護ＴＦＴ１５のチャネル層に接続されたＰ
型基板電位固定端子、２０はグランド端子（アース端
子）、２１は電源端子である。
【００２３】入出力初段ＴＦＴ１２以降の構成について
は、公知であるので、図示省略する。
【００２４】入出力端子パッド１１と入出力初段ＴＦＴ
１２との間には、例えば拡散層（例えばソース領域、ド
レイン領域等で使用するのと同様の高濃度Ｎ型層）で構
成された抵抗１３（例えば、抵抗値約３００Ωから２．
０ｋΩ）が設けてある。なお、抵抗は、２個以上設けて
もよい（例えば、入出力端子パッド１１と抵抗１３とを
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5
接続する配線の２個の入出力保護薄膜トランジスタ１
４、１５との接続部と、入出力端子パッド１１との
間）。この抵抗１３は、サージ電流が入出力初段ＴＦＴ
１２（入出力回路の一部を構成する）や、それにつなが
る入出力回路に流れる前に、当該入出力保護回路に流れ
るよう、当該入出力保護回路に対して、応答特性を悪く
するために導入している。
【００２５】この抵抗１３と入出力端子パッド１１との
間に、入出力保護ＴＦＴ１４、１５が接続してある。こ
の入出力保護ＴＦＴ１４、１５の降伏電圧ＢＶ

ｄｓ
およ

びスナップバック特性におけるホールド電圧は、入出力
初段ＴＦＴ１２（もしくは前記液晶表示装置の画素駆動
用スイッチング素子であるＴＦＴ）より小さく設定され
ている。つまり、入出力回路がオン動作する前に、入出
力保護回路が動作するようになっている。そして、大電
流のサージに対して破壊が起こらないように、入出力保
護ＴＦＴ１４、１５のゲート幅は、入出力初段ＴＦＴ１
２のゲート幅より大きいものが使用されている。ゲート
幅は、電力によって決まるが、１００μｍ以上が望まし
い。
【００２６】この入出力保護ＴＦＴ１４は、プラス側の
サージノイズに対する保護ＴＦＴであり、図１に示すよ
うに、ソースはグランド端子２０に接続されている。ま
た、入出力保護ＴＦＴ１４のチャネル層には、Ｎ型基板
電位固定端子１６、Ｐ型基板電位固定端子１７が接続さ
れている。すなわち、Ｎ型基板電位固定端子１６、Ｐ型
基板電位固定端子１７は、図２に示すように、入出力保
護ＴＦＴ１４のチャネル層に接続される領域に形成した
Ｎ型不純物領域、およびＰ型不純物領域（図示省略）上
に接続した金属電極により構成される。
【００２７】入出力保護ＴＦＴ１５は、マイナス側のサ
ージノイズに対する保護ＴＦＴであり、ソースは電源
（Ｖ

ｄｄ
）端子２１に接続されている。また、ＴＦＴ１

４はＮ型基板電位固定端子１６，Ｐ型基板電位固定端子
１７に接続されている。また、入出力保護ＴＦＴ１５の
チャネル層には、Ｎ型基板電位固定端子１８、Ｐ型基板
電位固定端子１９が接続されている。すなわち、Ｎ型基
板電位固定端子１８、Ｐ型基板電位固定端子１９は、図
２に示すように、入出力保護ＴＦＴ１５のチャネル層に
接続される領域に形成したＮ型不純物領域、およびＰ型
不純物領域（図示省略）上に接続した金属電極により構
成される。
【００２８】また、入出力端子パッド１１は、金属、例
えばＴｉ（下層）／Ａｌ（上層）（上下は逆でもよい）
で構成されている。
【００２９】入出力初段ＴＦＴ１２は、ゲート電極であ
る金属、例えばＭｏＷ、Ａ１などに対して、Ｎ型半導体
層であるＳｉから構成されたソースとドレインを有して
いる。この入出力初段ＴＦＴは、絶縁膜で分離され、ソ
ース、ドレインはコンタクトホールによってＡｌ等のの
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金属膜につながっている。
【００３０】抵抗１３は、例えばＮ型Ｓｉ層で構成され
ているが、Ｐ型Ｓｉ層や他の材料でもかまわない。
【００３１】入出力保護ＴＦＴ１４、１５も、入出力初
段１２とゲート、ソース、ドレインの構造は同じであ
る。ただし、これらのゲート電極下の真性半導体層（Ｉ
層）に対して、それぞれＮ型基板電位固定端子１６、Ｐ
型基板固定端子１７を有している。同様に、入出力保護
ＴＦＴ１５も、これらのゲート電極下の真性半導体層
（Ｉ層）に対して、それぞれＮ型基板電位固定端子１
８、Ｐ型基板固定端子１９を有している。これらの基板
電位固定端子１６、１７、１８、１９は、図２に示すよ
うに、例えばゲート電極材料からなる配線によって１つ
にまとめられ、コンタクトホールを介してグランド端子
２０に接続されている。
【００３２】このように、入出力保護ＴＦＴ１４は、基
板（すなわち、チャネル層）の電位が、Ｎ型基板電位固
定端子１６、Ｐ型基板電位固定端子１７によって固定さ
れる。また、入出力保護ＴＦＴ１５は、基板電位が、Ｎ
型基板電位固定端子１８、Ｐ型基板電位固定端子１９に
よって固定される。
【００３３】これらのＮ型基板電位固定端子１６、Ｐ型
基板電位固定端子１７、Ｎ型基板電位固定端子１８、Ｐ
型基板電位固定端子１９によって、入出力保護ＴＦＴ１
４、１５の特性を安定化させると共に、サージ電流が流
れる場合において、これらのＮ型基板電位固定端子１
６、Ｐ型基板電位固定端子１７、Ｎ型基板電位固定端子
１８、Ｐ型基板電位固定端子１９にも電流が流れること
により、入出力保護ＴＦＴ１４、１５が一度のサージノ
イズによって破壊するのを防ぐことができる。
【００３４】さらに、入出力保護ＴＦＴ１４、１５にそ
れぞれ２つのＮ型基板電位固定端子１６、１８、Ｐ型基
板電位固定端子１７、１９を設けたので、界面準位とバ
ルク準位の切り分け評価が難しいＴＦＴの評価におい
て、通常の縦方向のＮ型（若しくはＰ型）ＴＦＴに対し
て横方向にＰＩＮダイオードを設けることにより、ソー
ス、ドレイン、ゲート電極の３端子に加えて、合計５端
子の構造にする。これによって、縦方向ＴＦＴの特性評
価を行うと同時に、横方向のＰＩＮダイオード評価を可
能にすることができる。
【００３５】上記のように、本実施の形態１の液晶表示
装置の入出力保護回路は、チャネル層に接続されたＰ型
基板電位固定端子１６、１８およびＮ型基板電位固定端
子１７、１９を有する入出力保護ＴＦＴ１４、１５を備
え、Ｐ型基板電位固定端子１６、１８およびＮ型基板電
位固定端子１７、１９をグランド端子２０に接続したこ
とを特徴とする（請求項１に対応）
また、本実施の形態１の液晶表示装置の入出力保護回路
は、入出力端子パッド１１と、入出力初段ＴＦＴ１２と
の間に設けた抵抗１３と、入出力端子パッド１１と抵抗
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7
１３とを接続する配線と、グランド端子２０と電源端子
２１との間に直列に接続した２個の入出力保護ＴＦＴ１
４、１５とを有し、これらの２個の入出力保護ＴＦＴ１
４、１５の接続部に、前記配線が接続され、２個の入出
力保護ＴＦＴ１４、１５はそれぞれ、チャネル層に接続
されたＰ型基板電位固定端子１６、１８およびＮ型基板
電位固定端子１７、１９を有し、Ｐ型基板電位固定端子
１６、１８およびＮ型基板電位固定端子１７、１９をグ
ランド端子２０に接続したことを特徴とする（請求項２
に対応）。
【００３６】また、本実施の形態１の液晶表示装置の入
出力保護回路は、入出力保護ＴＦＴ１４、１５の降伏電
圧、ホールド電圧が、入出力初段ＴＦＴ１２、もしくは
当該液晶表示装置の画素駆動用スイッチング素子のＴＦ
Ｔの降伏電圧、ホールド電圧よりそれぞれ低く構成され
ていることを特徴とする（請求項４に対応）。
【００３７】実施の形態２
図３は、本発明の実施の形態２の液晶表示装置の入出力
保護回路の回路図である。図４は、図３の回路に対応す
る本実施の形態２の液晶表示装置の入出力保護回路の構
造を示す平面図である。
【００３８】図３、図４において、２２は入出力初段Ｔ
ＦＴ１２のチャネル層に接続されたＮ型基板電位固定端
子（すなわち、チャネル層に接続される領域に形成した
Ｎ型不純物領域上に接続した金属電極からなる基板電位
固定用電極端子）、２３は同様に入出力初段ＴＦＴ１２
のチャネル層に接続されたＰ型基板電位固定端子、２４
は入出力初段ＴＦＴ１２のチャネル層に接続されたＮ型
基板電位固定端子２２とＰ型基板電位固定端子２３が接
続された基板バイアス発生回路（基板電位発生回路、基
板バイアス補正回路）である。
【００３９】前記実施の形態１を示した図１、図２と本
実施の形態２を示す図３、図４とは、入出力端子パッド
１１から入出力保護回路がつながっているグランド端子
２０までの構造は同じであるので説明は省略する。
【００４０】図３、図４において、入出力初段ＴＦＴ１
２に対して、Ｐ型基板電位固定端子２３、およびＮ型基
板電位固定端子２２を配置し、これらのＰ型基板電位固
定端子２３、およびＮ型基板電位固定端子２２が基板バ
イアス発生回路２４に接続されている。基板バイアス発
生回路２４から所定の電圧を印加する。これによって、
入出力保護ＴＦＴ１４、１５よりも、入出力初段ＴＦＴ
１２の降伏電圧ＢＶ

ｄｓ
を高く設定することで、入出力

保護ＴＦＴ１４、１５が安定に働くようにする。なお、
基板バイアス発生回路２４には、例えば、図３に示すよ
うに、容量の前に例えばヒューズ等からなる抵抗を設け
て基板電位を調整できるようになっている。
【００４１】このように、本実施の形態２においても、
入出力保護ＴＦＴ１４、１５の基板電位が固定されてい
ないことによる不安定性に対して、Ｎ型基板電位固定端*
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*子１６、１８、Ｐ型基板電位固定端子１７、１９を設け
て、特性を安定にすることと、また、サージノイズ電流
がソース側だけでなく、基板側へも流れ込むことによ
り、入出力保護ＴＦＴ１４、１５が一度のサージノイズ
で破壊するのを防ぐ構造を有している。
【００４２】また、本実施の形態２においては、入出力
初段ＴＦＴ１２のチャネル層に対しても、これらのＰ型
基板電位固定端子２２、Ｎ型基板電位固定端子２３を接
続し、この入出力初段ＴＦＴ１２に、調整した基板電位
を基板バイアス発生回路２４から印加することで、入出
力保護回路の降伏電圧ＢＶ

ｄｓ
に比べて必ず入出力初段

ＴＦＴ１２の降伏電圧ＢＶ
ｄｓ
が大きくなるように設定

することができる。
【００４３】さらに、入出力保護ＴＦＴ１４、１５、お
よび入出力初段ＴＦＴ１２にそれぞれ２つのＮ型基板電
位固定端子１６、１８、２２、Ｐ型基板電位固定端子１
７、１９、２３を設けたので、界面準位とバルク準位の
切り分け評価が難しいＴＦＴの評価において、通常の縦
方向のＮ型（若しくはＰ型）ＴＦＴに対して横方向にＰ
ＩＮダイオードを設けることにより、ソース、ドレイ
ン、ゲート電極の３端子に加えて、合計５端子の構造に
する。これによって、縦方向ＴＦＴの特性評価を行うと
同時に、横方向のＰＩＮダイオード評価を可能にするこ
とができる。
【００４４】上記のように、本実施の形態２の液晶表示
装置の入出力保護回路は、入出力初段ＴＦＴ１２は、チ
ャネル層に接続されたＰ型基板電位固定端子２２および
Ｎ型基板電位固定端子２３を有し、これらのＰ型基板電
位固定端子２２およびＮ型基板電位固定端子２３を基板
バイアス発生回路２４に接続したことを特徴とする（請
求項３に対応）。
【００４５】以上本発明を実施の形態に基づいて具体的
に説明したが、本発明は上記実施の形態に限定されるも
のではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種々変
更可能であることは勿論である。
【００４６】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
より安定な入出力保護機能を有する液晶表示装置の入出
力保護回路を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態１の液晶表示装置の入出力
保護回路の回路図である。
【図２】図１の回路に対応する本実施の形態１の液晶表
示装置の入出力保護回路の構造を示す平面図である。
【図３】本発明の実施の形態２の液晶表示装置の入出力
保護回路の回路図である。
【図４】図３の回路に対応する本実施の形態２の液晶表
示装置の入出力保護回路の構造を示す平面図である。
【図５】従来の液晶表示装置の入出力保護回路の等価回
路図である。
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【図６】ＭＯＳ ＦＥＴにおけるスナップバック特性の
測定方法を示す接続図である。
【図７】ＭＯＳ ＦＥＴのスナップバック特性を示す図
である。
【符号の説明】
１１…入出力端子パッド
１２…入出力初段ＴＦＴ
１３…入出力保護用の抵抗
１４、１５…入出力保護ＴＦＴ
１６…入出力保護ＴＦＴ１４のＮ型基板電位固定端子
１７…入出力保護ＴＦＴ１４のＰ型基板電位固定端子
１８…入出力保護ＴＦＴ１５のＮ型基板電位固定端子
１９…入出力保護ＴＦＴ１５のＰ型基板電位固定端子
２０…グランド端子
２１…電源端子
２２…入出力初段ＴＦＴ１２のＮ型基板電位固定端子
２３…入出力初段ＴＦＴ１２のＰ型基板電位固定端子 *
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*２４…基板バイアス発生回路
４１…入出力端子パッド
４２…入出力保護ＴＦＴ
４３…入出力初段ＴＦＴ
Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４、Ｒ５…抵抗
Ｇ…ゲート
Ｓ…ソース
Ｄ…ドレイン
Ｖ
ｄｄ
、Ｖ

ｓｓ
…電源

５１…酸化絶縁膜
５２…ゲート絶縁膜
５３…ゲート電極
５４…ドレイン領域
５５…ソース領域
５６…チャンネル領域
５７…多結晶シリコン層
Ｖ
ｃｎｔ
…制御電圧

【図１】 【図３】
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